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EconoPACK™2 Modul I n fl n eon

EconoPACK™2 Modul mit TRENCHSTOP™ IGBT7 und Emitter Controlled 7 Diode und NTC

Eigenschaften

+ Elektrische Eigenschaften
- Vegs =1200V
= lcnom=T75A/ lcgm = 150 A
- Trenchstop™ IGBT7 "
- Niedriges VCEsat Typical Appearance
- Uberlastbetrieb bis zu 175°C

+ Mechanische Eigenschaften

- Hohe Last- und thermische Wechselfestigkeit
- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- Kupferbodenplatte
- Al,O3 Substrat mit kleinem thermischen Widerstand
- Lotverbindungstechnik
- Standardgehause
Potenzielle Anwendungen
+ Hilfsumrichter
+ Motorantriebe
+ Servoumrichter
Produktvalidierung
+ Qualifiziert fiir Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749

und 60068
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1 Gehiuse

1 Gehause

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Isolations-Prifspannung Visoo |RMS,f=50Hz,t=1min 2.5 kv

Material Modulgrundplatte Cu

Innere Isolation Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) Al;O4

Kriechstrecke dereep | Kontakt - Kiihlkorper 10.0 mm

Luftstrecke dclear | Kontakt - Kiihlkorper 7.5 mm

Vergleichszahl der CTl >200

Kriechwegbildung

Relativer Temperaturindex RTI Gehause 140 °C

(elektr.)

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Modulstreuinduktivitat Lece 17 nH

Modulleitungswiderstand, Rec+epr | Tc=25°C, pro Schalter 3.3 mQ

Anschlisse - Chip

Lagertemperatur Tstg -40 125 °C

Anzugsdrehmoment f. M - Montage gem. gliltiger | M5, Schraube 3 6 Nm

Modulmontage Applikationsschrift

Gewicht G 180 g

Anmerkung: The current under continuous operation is limited to 50A rms per connector pin.

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Hochstzuladssige Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Kollektor-Emitter- Vces T,;=25°C 1200 v
Sperrspannung

Kollektor-Dauergleichstrom e Tyjmax=175°C Tc=100°C 75

Periodischer Kollektor- Icrm tp=1ms 150

Spitzenstrom

Gate-Emitter- VGEs 120 v
Spitzenspannung

Datasheet 3 Revision 1.00
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2 IGBT, Wechselrichter

infineon

Tabelle 4 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Kollektor-Emitter- Vegsat |Ic=T5A,Vge=15V T,j=25°C 155 | 1.80 \Y
Sattigungsspannung T,;=125°C 1.69
T,;=175°C 1.77
Gate-Schwellenspannung Veeth | /c=1.28 mA, Vg =V, Ty;=25°C 5.15 | 5.80 | 6.45 v
Gateladung Qg Vge =215V, Vg =600V 1.25 ucC
Interner Gatewiderstand Rgint | Tyj=25°C 2 Q
Eingangskapazitat Cies f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 15.1 nF
Rickwirkungskapazitat Cres f=100kHz, T,;=25°C, Vcg =25V, Vge =0V 0.053 nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Icks Vce=1200V, Vge=0V T,j=25°C 0.014 | mA
Gate-Emitter-Reststrom Ices Vee=0V, Vge=20V, T,;=25°C 100 nA
Einschaltverzégerungszeit tdon Ic=T75A, V=600V, T,j=25°C 0.164 us
(ind. Last) Vee=+15V, Rgon=5.6 Q T,;=125°C 0.178
T,;=175°C 0.185
Anstiegszeit (induktive Last) t Ic=T5A, V=600V, T,j=25°C 0.048 us
Vee =415V, Roon =56 0 [ _155¢ 0.053
T,j=175°C 0.057
Abschaltverzogerungszeit taorft  |Ic=T5A, V=600V, T,j=25°C 0.300 us
(ind. Last) Vee=+15V, Rgoff=5.6 Q T,;=125°C 0.380
T,;=175°C 0.420
Fallzeit (induktive Last) te Ic=T5A, Vg =600V, T,;=25°C 0.120 ys
Vee =415V, Roo =56 0 7 _155¢ 0.200
T,j=175°C 0.270
Einschaltverlustenergie pro Eon Ic=75A, V=600V, T,j=25°C 7.96 mJ
1200 A/ps (T;=175°C) | T,;=175°C 123
Abschaltverlustenergie pro Eoff Ic=75A, V=600V, T,;=25°C 5.02 mJ
Puls fL?Z o:f;g'b ‘deEV /jtlf Y lry=125°C 7.68
3200 V/ps (Tyj=175°C) | T,j=175°C 9.46
Kurzschlussverhalten Isc Vee<15V, V=800V, tp=8ys, 260 A
VeemaVees-Lsce*di/dt | T,;=150 °C
tp=Tuys, 250
T,~175°C
Warmewiderstand, Chip bis Rihyc | proIGBT 0.475 | K/W
Gehause
(wird fortgesetzt...)
Datasheet 4 Revision 1.00

2021-12-16



o~ _.
FS75R12N2T7_B15 Infineon
EconoPACK™2 Modul

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Warmewiderstand, Gehause Rinch | Pro IGBT, Apasie= 1 W /(M*K) 0.141 K/W

bis Kiihlkorper

Temperatur im Schaltbetrieb | T,;p -40 175 °C

Anmerkung: T,; op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to

AN2018-14.
3 Diode, Wechselrichter
Tabelle 5 Hochstzuladssige Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Periodische VrRM T,;=25°C 1200 v
Spitzensperrspannung
Dauergleichstrom Ig 75
Periodischer Spitzenstrom IFRM tp=1ms 150
Grenzlastintegral It tp=10ms, V=0V T,j=125°C 1150 A’s
T,j=175°C 740
Tabelle 6 Charakteristische Werte
Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.
Durchlassspannung Ve Ie=T5A,Vge=0V T,j=25°C 1.72 | 2.10 v
T,;=125°C 1.59
T,;=175°C 1.52
Riickstromspitze Irm VR=600V,/[=T75A, T,j=25°C 43 A
1560 Al/f;;/ ’(chjle:/cljt75 o) [TuTIBC >0
T,;=175°C 65
Sperrverzégerungsladung Q VR=600V, [r=T5A, T,j=25°C 4.94 pcC
K(z;f)o Al/i;/ ’(T(jjIF:/clth ocy |Tu=125°C 10.2
T,;=175°C 13.7
Abschaltenergie pro Puls Erec VR=600V, /[ =T5A, T,j=25°C 1.45 mJ
1560 Al/f;;/ ’(chjle:/cljt75 o) [TuTIBC 332
T,j=175°C 4.62
Warmewiderstand, Chip bis Rinjc | pro Diode 0.708 | K/W
Gehause
(wird fortgesetzt...)
Datasheet 5 Revision 1.00
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4 NTC-Widerstand

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter Symbol | Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.
Min. | Typ. | Max.

Warmewiderstand, Gehause Rinch | pro Diode, Apysie= 1 W /(M*K) 0.153 K/W

bis Kiihlkorper

Temperatur im Schaltbetrieb | T,;p -40 175 °C

Anmerkung: T,; op > 150°C is allowed for operation at overload conditions. For detailed specifications, please refer to

AN2018-14.
4 NTC-Widerstand
Tabelle 7 Charakteristische Werte
Parameter Symbol |Notiz oder Priifbedingung Werte Einh.

Min. | Typ. | Max.

Nennwiderstand Rs Tnte=25°C 5 kQ
Abweichung von Rygq AR/R | Tny1c=100°C, R100=493Q -5 5 %
Verlustleistung Pys Tnre=25°C 20 mw
B-Wert Basiso | Ry = Ros exp[Bysyso(1/T5-1/(298,15 K))] 3375
B-Wert Bosso | Ry = Ros €xp[Bys/so(1/T5-1/(298,15 K))] 3411
B-Wert Basji00 | R2 = Ros exp[Bys/100(1/T2-1/(298,15 K))] 3433

Anmerkung: Angaben gemdl gliltiger Application Note.
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5 Kennlinien

5 Kennlinien
Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT,
lc = f(Vce) Wechselrichter
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5 Kennlinien

Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

E =f(R¢)

lc=75A, Ve =600V, Vge =+ 15V

Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter
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Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

Transienter Warmewiderstand , IGBT, Wechselrichter
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5 Kennlinien

Sicherer Riickwarts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT,
Wechselrichter

Spannungssteilheit (typisch), IGBT, Wechselrichter
dv/dt =f(Rg)

lc=f(Vce) lc=75A,Vcg =600V, Vge =15V, T,; = 25°C
Reoff=5.6 Q,Vge =115V, TVJ =175°C
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Kapazitats Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter

Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT,
Wechselrichter
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5 Kennlinien

Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter | Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter
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5 Kennlinien

Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand
R=f(Tyrc)
100000 ;
I
RNTC i
10000
c
= 1000
100
10
0 25 50 75 100 125 150 175
TNTC Q)
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6 Schaltplan

6 Schaltplan
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7 Gehduseabmessungen

7 Gehauseabmessungen
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8 Modul-Label-Code

8 Modul-Label-Code

infineon

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Codel28
Encoding ASCII text Code Set A
Symbol size 16x16 23 digits
Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1
Code content Content Digit Example
Module serial number 1-5 71549
Module material number 6-11 142846
Production order number 12-19 55054991
Date code (production year) 20-21 15
Date code (production week) 22-23 30
Example
71549142846550549911530 71549142846550549911530
Abbildung 3
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Anderungshistorie

Anderungshistorie

afineon

Dokumentenrevision |Freigabedatum

Beschreibung der Anderungen
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Final datasheet
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WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument
Angaben stellen keinesfalls Garantien fir die
Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes
(“Beschaffenheitsgarantie) dar.

Flr Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in
diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben,
die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen,
ist jegliche Gewahrleistung und Haftung von Infineon
Technologies ausgeschlossen, einschlieflich, ohne
hierauf beschrankt zu sein, die Gewahr dafiir, dass kein
geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen samtliche, in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der
Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten
Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick
auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des
Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden
anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und
Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind
ausschlieflich fiir technisch geschultes Fachpersonal
bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses
Produktes fiir die beabsichtigte Anwendung sowie die
Beurteilung der Vollstandigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen

enthaltenen Produktdaten fiir diese Anwendung
obliegt den technischen Fachabteilungen des
Kunden.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen kdnnen
Produkte  gesundheitsgefahrdende  Substanzen
enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt
enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte
mit dem ndachsten Vertriebsbiiro von Infineon
Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdriicklich
in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten
Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument
zugestimmt hat, diirfen Produkte von Infineon
Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt
werden, in welchen verniinftigerweise erwartet
werden kann, dass ein Fehler des Produktes
oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu
Personenverletzungen fiihren.
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